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Зростання інтересу до наноелектроніки активізує пошук нових матері-
алів для чутливих елементів різних типів датчиків та інтелектуальних сис-
тем на їх основі [1, 2]. Елементи і електронні вузли сучасної контрольно-
вимірювальної апаратури й сенсорної техніки в більшості випадків фінкці-
онують в умовах впливу зовнішніх магнітних полів. Знання та прогнозу-
вання фізичних закономірностей поведінки коефіцієнта тензочутливості 
(КТ) і вплив на його величину зовнішнього магнітного поля дозволить 
створити нові технологічні прийоми управління електрофізичними харак-
теристиками плівкових матеріалів та розглянути можливість створення на 
їх основі чутливих елементів датчиків тиску, деформації тощо. 
Отримання тонкоплівкових матеріалів проводилося методом терміч-
ного випаровування з використанням стандартної вакуумної установки 
ВУП-5М при кімнатній температурі та тиску залишкових газів 10
−4
 Па. 
Дуже багато уваги при проведенні експериментів приділялося підкладкам, 
оскільки дуже важливо підібрати підкладки з низькоомними контактами, 
щоб мінімально знизити вплив на характеристики досліджуваного об’єкта. 
Саме з цією метою в якості матеріалу для підкладок було вибрано тефлон, 
з попередньо напиленими мідними контактними майданчиками. Товщина 
плівок в процесі напилення вимірювалась методом кварцевого резонатора 
та перевірялась методом оптичної інтерферометрії, використовуючи інте-
рферометр Лінника (прилад МІІ-4), що забезпечило похибку вимірювання 
не більше 5%. Для вимірювання коефіцієнта тензочутливості плівок вико-
ристовувався спеціально розроблений пристрій (деформаційна машина), 
що дозволяє деформувати плівку і одночасно вимірювати її електричний 
опір безпосередньо у вакуумній камері установки.  
Експериментально досліджувалися тензорезистивні властивості од-
ношарових плівок нікелю товщиною 10−50 нм при повздовжній деформа-
ції Δ до 1% при відсутності магнітного поля та в перпендикулярному ма-
гнітному полі індукцією 200 мТл. Приклад отриманих деформаційних за-
лежностей зображено на рис.1. Спостерігається різка відміна I-го дефор-
маційного циклу від наступних, що пояснюється протіканням релаксацій-
них процесів в плівці (частковий поворот зерен, мікропластична деформа-
ція, перерозподіл і рух дефектів кристалічної будови та інорідних атомів 
тощо). Дана тенденція зберігається у всьому діапазоні товщин і у випадку 
прикладення зовнішнього магнітного поля (рис.1, б) [3].  
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Рис.1. Залежність відносної зміни опору R/RП, і R  від деформації  для плівкової сис-
теми Ni(10)/П при  = 1% для B = 0 (а) та В  = 200 мТл (б). 
Аналіз експериментальних даних показав розмірну залежність КТ від 
товщини (рис. 2). При внесенні зразків товщиною 10–50 нм у зовнішнє пе-
рпендикулярне магнітне поле спостерігається збільшення КТ незалежно 
від товщини. В області малих тов-
щин (10–20 нм) збільшення КТ ста-
новить від 23 до 27%. Наприклад 
для зразка нікелю товщиною 10 нм, 
КТ становлять γlB=0 = 6,2 та  Bl = 
7,8. Якщо розглянути зразки тов-
щиною від 40 до 55 нм, то збіль-
шення КТ в магнітному полі стано-
вить 18–22%. На рис. 2 для зразків з 
d = 50 нм γl B=0 = 2,4 та  Bl = 2,9. 
Отже дослідження тензорезис-
тивних властивостей плівок нікелю 
під дією магнітного поля показали 
збільшення КТ. 
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Рис. 2. Розмірна залежність коефіцієнта 
тензочутливості для одношарових плівок 
Ni: ▲ — при відсутності зовнішнього ма-
гнітного поля, ● — в перпендикулярному 
магнітному полі індукцією 200 мТл. 
